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１．概要（Summary） 

データセンタでの高速、大容量通信を行うための光源

として、Si 基板上 1300nm 帯 InAs/GaAs 量子ドット

(QD)レーザが低閾値電流、低消費電力、温度安定性に

優れている点から有望とされている[1]。我々は変調器や

導波路のモノリシック集積化のために、バンドギャップの

制御を行う組成混晶化技術を検討してきた[2]。今回は、

特性評価に用いるリッジレーザの作製のため、早稲田大

学ナノテクノロジーリサーチセンター (NTRC) の設備を

利用して、断面観察によるエッチング条件出しを行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

インラインモニター用超高分解能電解放出型走査電子

顕微鏡 (SU8240) 

【実験方法】 

サンプル上に 5µm 幅の SiO2パターニングを作製後、

H3PO4 : H2O2 : H2O = 16 : 8: 76 vol%の混合液で 1分、

1分30秒、2分と時間を変えエッチングを行い、断面観測

した。この混合液の配合比は文献[3]（Fig. 1）を参考にし

た。 

 

Fig. 1 Relationship between compounding ratio and 

etching rate [3] 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

観測したSEM像をFig. 2に示す。それぞれ(a)1分,(b) 

1分 30秒, (c)2分エッチングしたサンプルとなっている。

エッチング時間の増加に伴いエッチングが進行し、2 分

では深さ 1.2µmのエッチングとなった。 

 

 

Fig. 2 SEM image of ridge structure 
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